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次に我々は電子状態と電気伝導率の聞の関係を、特に s、 p 、 d などの電子状態がどのように散乱に寄与するのかに






気伝導率の不純物濃度依存性が決まっていると考えられる。我々の計算の結果、 III-V 族半導体をベースにした (Ga，
Mn) As、 (In , Mn) As においては電気抵抗率が不純物濃度の増加と共に単調に減少することがわかった。これはこ
の系においてはキャリアの増加による効果が主に輸送現象を決めているためである。一方で II-VI 族半導体をベース















次に同君は電子状態と電気伝導率の聞の関係を、特に s、 p 、 d などの電子状態がどのように散乱に寄与するのかに





気伝導率の不純物濃度依存性が決まっていると考えられる。同君の計算の結果、 III-V 族半導体をベースにした (Ga，
Mn) As、 (In， Mn) As においては電気抵抗率が不純物濃度の増加と共に単調に減少することを示した。これはこの
系においてはキャリアの増加による効果が主に輸送現象を決めているためである。一方で II-VI 族半導体をベースに
した (Zn， Cr) S においてはそれら 3 つの効果が競合した結果、電気抵抗率の濃度依存性は不純物濃 4%の付近に抵
抗率の極大値をもっ複雑な振る舞いを示すことが明らかにした。
本研究は、第一原理計算によって輸送現象を研究し新しい知見を得た意味で高く評価される。よって、本論文は博
士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める。
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